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１．はじめに 

半導体ポリマーは、有機エレクトロニクスにおいて重要な材料群である。イミドを有するπ電

子系骨格は、強い電子欠損性を持つため、特に半導体ポリマーの有用なビルディングユニットで

ある。最近我々は、新規イミド系骨格であるジチエニルチエノチオフェンビスイミド（TBI）を開

発し (Figure 1a)、これを有するポリマーが、n 型あるいはアンビポーラー型半導体特性を示すこ

とを報告した 1)。 

今回、我々は、TBI の末端チオフェンをチアゾールに置換したジチアゾリルチエノチオフェン

ビスイミド（TzBI）を設計し、合成した（Figure 1a）。TzBI はチアゾール部位を有することで、

TBI よりも強い電子欠損性を持つため、より優れた n 型半導体のビルディングユニットとして期

待される。本講演では、合成したポリマーの物性と構造、および太陽電池特性について報告する。 

2．実験結果および考察 

Figure 1bに合成した TzBIを有するポリマー（P1, 

P2）の構造式を示す。サイクリックボルタメトリ

ーにより各ポリマーの HOMO および LUMO 準位

を評価した。チエノチオフェンを共重合ユニット

とする P2 と、同じ共重合ユニットを有する TBI

系ポリマーを比べたところ、P2 の方が HOMO お

よびLUMO準位ともに 0.3~ 0.5 eV低い値を示すこ

とが分かった。この結果から、TzBIが TBIよりも

強い電子欠損性骨格であることが確認された。さ

らに、p型に PTB7-Th、n型に P1または P2を用い

た有機薄膜太陽電池に作製したところ、変換効率

は P1セルで 0.71%、P2セルでは 3.30%を示した。 

これらの結果から、本研究で開発した新規骨格

TzBI は、その強力な電子欠損性から、n 型半導体

を開発するに上で有望なビルディングユニットに

なりうることが示唆された。 

参考文献	 1) M. Saito, et. al. Adv. Mater. 2016, 28, 6921-6925. 

Figure 1, Chemical structure of TBI and TzBI (a) and 
TzBI-based polymers (b). 

Figure 2, J-V curves (left) and EQE spectra (right) of 
TzBI-based polymer solar cells. 

N

S S

S

N

S

O
O

O
O

R

R
N

S
N

S

S

N

S
N

O
O

O
O

R

R

TBI TzBI

π

n

π
S

S

S

P1 P2N

S

N

S

S

N

S

N

OO

OO

R

R

(a)

(b)

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)12a-S221-4 

© 2019年 応用物理学会 10-484 12.5


